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Y20DSE

大功率超高速半导体开关

特点

典型应用

主要参数

外形尺寸图

1). 纳秒级的开通速度

2). 极高的脉冲输出电流

3). 无损伤、寿命长

1). 大功率激光器                              2). 等离子体粉碎技术

3). 核物理和国防应用
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触发脉冲宽度
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包装盒尺寸
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Gate characteristic at 25 C junction temperature
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